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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１方向に配列された複数のデータラインと前記第１方向とは相異なる第２方向に配列
された複数のゲートラインとにより定義される領域に各々具備されて、一端が共通電極端
に連結されて、流れる電流に応答して発光する有機電界発光素子の駆動素子において、
　ゲートに連結されたゲートラインＧｑを通じて印加される現在のゲート信号に応答して
、ソースに連結されたデータラインＤｐを通じて印加されるデータ信号を、ドレーンを通
じて出力する第１スイッチング素子と、
　ゲートを通じて印加される以前のゲート信号に応答して、ソースに連結された基準電圧
を、ドレインを通じて出力する第２スイッチング素子と、
　ソースが前記第１スイッチング素子のドレーンに連結されて、ゲートとドレーンが共通
連結された第３スイッチング素子と、
　ソースが電流供給ラインに連結されて、ゲートが前記第３スイッチング素子の共通端に
連結されて、前記共通端を通じて入力される信号に応答して、ドレーンを通じて前記電流
を提供する第４スイッチング素子と、
　ゲートが直前のゲートラインＧｑ－１に連結され、ソースが前記第４スイッチング素子
のドレーンに連結されて、前記ゲートが前記直前のゲートラインＧｑ－１を通じて印加さ
れる直前のゲート信号に応答してオンされることで、前記第４スイッチング素子を経由す
る電流を前記有機電界発光素子に提供する第５スイッチング素子と、
　を含み、
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　前記第１及び第２スイッチング素子はＮタイプの薄膜トランジスターであり、前記第３
ないし第５スイッチング素子はＰタイプの薄膜トランジスターであり、前記第３スイッチ
ング素子の閾値電圧と前記第４スイッチング素子の閾値電圧とは同一であり、
　前記基準電圧(Vref)は、
　[Vgate-off(T1)] ≦ Vref≦ [Vdata、min + Vth(T3)]
　(ここで、前記Vgate-off(T1)は第１スイッチング素子のゲートオフ電圧、前記Vrefは基
準電圧、前記Vdata、minはデータ電圧の最小値、前記Vth(T3)は第３スイッチング素子の
しきい電圧として負の電圧)の条件を満足し、
　一番目の前記直前のゲートラインＧｑ－１には、最終番目のゲートラインを通じて前記
直前のゲート信号が供給される、有機電界発光駆動素子。
【請求項２】
　第１方向に配列された複数のデータラインと前記第１方向とは相異なる第２方向に配列
された複数のゲートラインとにより定義される領域に各々具備されて、一端が共通電極端
に連結されて、流れる電流に応答して発光する有機電界発光素子の駆動素子において、
　ゲートに連結されたゲートラインＧｑを通じて印加される現在のゲート信号に応答して
、ソースに連結されたデータラインＤｐを通じて印加されるデータ信号を、ドレーンを通
じて出力する第１スイッチング素子と、
　ゲートを通じて印加される以前のゲート信号に応答して、ソースに連結された現在のゲ
ートラインＧｑを通じて印加される、基準電圧としての現在のゲート信号をドレインを通
じて出力する第２スイッチング素子と、
　ソースが前記第１スイッチング素子のドレーンに連結されて、ゲートとドレーンが共通
連結された第３スイッチング素子と、
　ソースが電流供給ラインに連結されて、ゲートが前記第３スイッチング素子の共通端に
連結されて、前記共通端を通じて入力される信号に応答して、ドレーンを通じて前記電流
を提供する第４スイッチング素子と、
　ゲートが直前のゲートラインＧｑ－１に連結され、ソースが前記第４スイッチング素子
のドレーンに連結されて、前記ゲートが前記直前のゲートラインＧｑ－１を通じて印加さ
れる直前のゲート信号に応答してオンされることで、前記第４スイッチング素子を経由す
る電流を前記有機電界発光素子に提供する第５スイッチング素子と、
　を含み、
　前記第１及び第２スイッチング素子はＮタイプの薄膜トランジスターであり、前記第３
ないし第５スイッチング素子はＰタイプの薄膜トランジスターであり、前記第３スイッチ
ング素子の閾値電圧と前記第４スイッチング素子の閾値電圧とは同一であり、
　前記基準電圧(Vref)は、
　[Vgate-off(T1)] ≦ Vref≦ [Vdata、min + Vth(T3)]
　(ここで、前記Vgate-off(T1)は第１スイッチング素子のゲートオフ電圧、前記Vrefは基
準電圧、前記Vdata、minはデータ電圧の最小値、前記Vth(T3)は第３スイッチング素子の
しきい電圧として負の電圧)の条件を満足し、
　一番目の前記直前のゲートラインＧｑ－１には、最終番目のゲートラインを通じて前記
直前のゲート信号が供給される、有機電界発光駆動素子。
【請求項３】
　第１方向に配列された複数のデータラインと前記第１方向とは相異なる第２方向に配列
された複数のゲートラインとにより定義される領域に各々具備されて、一端が共通電極端
に連結されて、流れる電流に応答して発光する有機電界発光素子の駆動素子において、
　ゲートに連結されたゲートラインＧｑを通じて印加される現在のゲート信号に応答して
、ソースに連結されたデータラインＤｐを通じて印加されるデータ信号を、ドレーンを通
じて出力する第１スイッチング素子と、
　ゲートを通じて印加される以前のゲート信号に応答して、ソースに連結された基準電圧
を、ドレインを通じて出力する第２スイッチング素子と、
　ソースが前記第１スイッチング素子のドレーンに連結されて、ゲートとドレーンが共通
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連結された第３スイッチング素子と、
　ソースが電流供給ラインに連結されて、ゲートが前記第３スイッチング素子の共通端に
連結されて、前記共通端を通じて入力される信号に応答して、ドレーンを通じて前記電流
を提供する第４スイッチング素子と、
　ゲートが前記ゲートラインＧｑに連結され、ソースが前記第４スイッチング素子のドレ
ーンに連結されて、前記ゲートが前記ゲートラインＧｑを通じて印加されるゲート信号に
応答してオンされることで、前記第４スイッチング素子を経由する電流を前記有機電界発
光素子に提供する第５スイッチング素子と、
　を含み、
　前記第１及び第２スイッチング素子はＮタイプの薄膜トランジスターであり、前記第３
ないし第５スイッチング素子はＰタイプの薄膜トランジスターであり、前記第３スイッチ
ング素子の閾値電圧と前記第４スイッチング素子の閾値電圧とは同一であり、
　前記基準電圧(Vref)は、
　[Vgate-off(T1)] ≦ Vref≦ [Vdata、min + Vth(T3)]
　(ここで、前記Vgate-off(T1)は第１スイッチング素子のゲートオフ電圧、前記Vrefは基
準電圧、前記Vdata、minはデータ電圧の最小値、前記Vth(T3)は第３スイッチング素子の
しきい電圧として負の電圧)の条件を満足し、
　一番目の前記直前のゲートラインＧｑ－１には、最終番目のゲートラインを通じて前記
直前のゲート信号が供給される、有機電界発光駆動素子。
【請求項４】
　第１方向に配列された複数のデータラインと前記第１方向とは相異なる第２方向に配列
された複数のゲートラインとにより定義される領域に各々具備されて、一端が共通電極端
に連結されて、流れる電流に応答して発光する有機電界発光素子の駆動素子において、
　ゲートに連結されたゲートラインＧｑを通じて印加される現在のゲート信号に応答して
、ソースに連結されたデータラインＤｐを通じて印加されるデータ信号を、ドレーンを通
じて出力する第１スイッチング素子と、
　ゲートを通じて印加される以前のゲート信号に応答して、ソースに連結された基準電圧
を、ドレインを通じて出力する第２スイッチング素子と、
　ソースが前記第１スイッチング素子のドレーンに連結されて、ゲートとドレーンが共通
連結された第３スイッチング素子と、
　ソースが電流供給ラインに連結されて、ゲートが前記第３スイッチング素子の共通端に
連結されて、前記共通端を通じて入力される信号に応答して、ドレーンを通じて前記電流
を提供する第４スイッチング素子と、
　ゲートが直前のゲートラインＧｑ－１に連結され、ソースが前記第４スイッチング素子
のドレーンに連結されて、前記ゲートが前記直前のゲートラインＧｑ－１を通じて印加さ
れる直前のゲート信号に応答してオンされて前記第４スイッチング素子を経由する電流を
前記有機電界発光素子に提供する第５スイッチング素子と、
　ソースが前記第５スイッチング素子のドレーンに連結されて、ゲートが現在のゲートラ
インＧｑに連結されて前記現在のゲートラインＧｑに印加されるゲート信号に応答してオ
ン/オフされて、前記第５スイッチング素子を経由する電流を出力する第６スイッチング
素子と、
　を含み、
　前記第１、第２及び第６スイッチング素子はＮタイプの薄膜トランジスターであり、前
記第３ないし第５スイッチング素子はＰタイプの薄膜トランジスターであり、前記第３ス
イッチング素子の閾値電圧と前記第４スイッチング素子の閾値電圧とは同一であり、
　前記基準電圧(Vref)は、
　[Vgate-off(T1)] ≦ Vref≦ [Vdata、min + Vth(T3)]
　(ここで、前記Vgate-off(T1)は第１スイッチング素子のゲートオフ電圧、前記Vrefは基
準電圧、前記Vdata、minはデータ電圧の最小値、前記Vth(T3)は第３スイッチング素子の
しきい電圧として負の電圧)の条件を満足し、
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　一番目の前記直前のゲートラインＧｑ－１には、最終番目のゲートラインを通じて前記
直前のゲート信号が供給される、有機電界発光駆動素子。
【請求項５】
　第１方向に配列された複数のデータラインと前記第１方向とは相異なる第２方向に配列
された複数のゲートラインとにより定義される領域に各々具備されて、一端が共通電極端
に連結されて、流れる電流に応答して発光する有機電界発光素子の駆動素子において、
　ゲートに連結されたゲートラインＧｑを通じて印加される現在のゲート信号に応答して
、ソースに連結されたデータラインＤｐを通じて印加されるデータ信号を、ドレーンを通
じて出力する第１スイッチング素子と、
　ゲートを通じて印加される以前のゲート信号に応答して、ソースに連結された基準電圧
を、ドレインを通じて出力する第２スイッチング素子と、
　ソースが前記第１スイッチング素子のドレーンに連結されて、ゲートとドレーンが共通
連結された第３スイッチング素子と、
　ソースが電流供給ラインに連結されて、ゲートが前記第３スイッチング素子の共通端に
連結されて、前記共通端を通じて入力される信号に応答して、ドレーンを通じて前記電流
を提供する第４スイッチング素子と、
　ゲートが直前のゲートラインＧｑ－１に連結され、ソースが前記第４スイッチング素子
のドレーンに連結されて、前記ゲートが前記直前のゲートラインＧｑ－１を通じて印加さ
れる直前のゲート信号に応答してオンされて前記第４スイッチング素子を経由する電流を
前記有機電界発光素子に提供する第５スイッチング素子と、
　を含み、
　前記第１ないし第４スイッチング素子はＰタイプの薄膜トランジスターであり、前記第
５スイッチング素子はＮタイプの薄膜トランジスターであり、前記第３スイッチング素子
の閾値電圧と前記第４スイッチング素子の閾値電圧とは同一であり、
　前記基準電圧(Vref)は、
　Vref < Vgate-off(T21)
(ここで、前記Vgate-off(T21)は前記第1スイッチング素子のゲートオフ電圧)の条件を満
足し、
　一番目の前記直前のゲートラインＧｑ－１には、最終番目のゲートラインを通じて前記
直前のゲート信号が供給される、有機電界発光駆動素子。
【請求項６】
　前記基準電圧(Vref)は、
　Vref < [Vdata、min + Vth(T23)]
　(ここで、前記Vdata、minはデータライン(Dp)に印加されるデータ電圧の最小値であり
、前記Vth(T23)は前記第３スイッチング素子のしきい電圧)の条件をさらに満足すること
を特徴とする、請求項５に記載の有機電界発光駆動素子。
【請求項７】
　前記第５及び第６スイッチング素子はポリシリコンタイプの薄膜トランジスタであるこ
とを特徴とする請求項４に記載の有機電界発光駆動素子。
【請求項８】
　前記第１ないし第４スイッチング素子はポリシリコンタイプの薄膜トランジスタである
ことを特徴とする請求項１～７のいずれかに記載の有機電界発光駆動素子。
【請求項９】
　前記第３スイッチング素子のゲート形成方向は前記第４スイッチング素子のゲート形成
方向と平行であり、前記ゲート形成方向に垂直な任意の仮想線上に前記第３スイッチング
素子のソースとドレーン及び前記第３スイッチング素子のソースとドレーンが形成される
ことを特徴とする請求項１～７のいずれかに記載の有機電界発光駆動素子。
【請求項１０】
　前記第３スイッチング素子のゲートと前記第４スイッチング素子とのゲートが任意の仮
想線上に形成され、前記第３スイッチング素子のソースとドレーンとの形成方向は前記第
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４スイッチング素子のソースとドレーンの形成方向と平行であることを特徴とする請求項
９に記載の有機電界発光駆動素子。
【請求項１１】
　一端が前記電流供給ラインに連結されて、他端が前記第３スイッチング素子の共通端に
連結されたキャパシタをさらに含むことを特徴とする請求項１～７のいずれかに記載の有
機電界発光駆動素子。
【請求項１２】
　前記電流供給ラインは前記データラインと平行であることを特徴とする請求項１、２、
５のいずれかに記載の有機電界発光駆動素子。
【請求項１３】
　前記電流供給ラインは前記ゲートラインと平行であることを特徴とする請求項３、４の
いずれかに記載の有機電界発光駆動素子。
【請求項１４】
　第１方向に配列されて、データ信号を伝達するデータラインと、
　前記第１方向とは相異な第２方向に配列されて、ゲート信号を伝達するゲートラインと
、
　バイアス電源を伝達する電流供給ラインと、
　一端が共通電極端に連結されて、流れる電流の量に応答して発光する、前記請求項１～
１３のいずれかに記載の有機電界発光駆動素子と、
を含む有機電界発光パネル。
【請求項１５】
　前記有機電界発光パネルはライン方向に伸張されて、コラム方向に配列された複数のゲ
ートラインと、コラム方向に伸張されて、ライン方向に配列された隣接する２個のデータ
ラインでコラム方向に配列された複数のピクセルを定義し、
　一番目のピクセルを定義する２個のゲートラインのうち最上端に具備されるゲートライ
ンに供給されるゲート信号は最後のピクセルを定義する２個のゲートラインのうち最下端
に具備されるゲートラインに供給されるゲート信号と同期することを特徴とする請求項１
４に記載の有機電界発光パネル。
【請求項１６】
　前記最上端に具備されるゲートラインは前記最下端に具備されるゲートラインと連結さ
れることを特徴とする請求項１５に記載の有機電界発光パネル。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は有機電界発光駆動素子とこれを有する有機電界発光表示パネルに関するもので
あり、より詳細には駆動用の薄膜トランジスタの特性補償機能を有する有機電界発光駆動
素子とこれを有する有機電界発光表示パネルに関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　現在使われる表示装置としては最もたくさん使用されているものとしてブラウン管(CRT
)があって、コンピュータ用としては液晶表示装置(Liquid Crystal Display ; LCD)の比
率がだんだん増加している。しかし、ブラウン管の場合には重量および体積が大きく、LC
Dの場合には明るくない、側面からの視認性が悪い、効率が低いなどの短所を有しており
、使用者を完全に満足させることができない実情である。
【０００３】
　これに伴い現在多くの人々がより安く、効率が高く、薄くて、軽いディスプレー装置を
開発するために努力しており、そうした次世代ディスプレー素子として注目されているも
ののうちのひとつが有機電界発光素子(Organic Light Emitting Device：以下、OLEDと称
す)である。
【０００４】
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　このようなOLEDは特定有機物または高分子等のElectro Luminescence(EL : 電気を加え
た時に光を放出する現象)を利用するものであり、ディスプレー装置に別のバックライト
装置を具備しなくてもよいために前記した液晶表示装置(LCD)に比べて薄型化が可能であ
り、より安くて容易に製作できるとともに、広い視野角と明るい光を出す長所を有してお
り、これに関する研究が全世界的に熱く進行されている。
【０００５】
　図１は一般的な有機電界発光駆動素子の一例を説明するための図面である。図２は前記
した図１に印加される信号波形を説明するための図面である。
【０００６】
　図１及び図２に示すように、一般的な有機電界発光駆動素子はゲートとソースがゲート
ラインとデータラインとの間に各々連結されたスイッチング用の薄膜トランジスタ(QS)、
一端がスイッチング薄膜トランジスタ(QS)のドレーンに連結されたストレージキャパシタ
(Cst)、ゲートが前記スイッチング薄膜トランジスタ(QS)のドレーンに連結されて、ソー
スが外部のバイアス電圧(Vdd)に連結された駆動用の薄膜トランジスタ(QD)及び一端が前
記駆動用の薄膜トランジスタ(QD)のドレーンに連結されて、他端が共通電極電圧(VCOM)に
連結された有機電界発光素子(OLED)で構成される。ここで、前記スイッチング薄膜トラン
ジスタ(QS)はゲートに電源が印加されることによってターンオンするNタイプ薄膜トラン
ジスタであり、前記駆動用の薄膜トランジスタ(QD)はゲートに電源が印加されることによ
ってターンオフするPタイプ薄膜トランジスタである。
【０００７】
　動作時に、ゲート信号により前記スイッチング薄膜トランジスタ(QS)がターンオンされ
、この時に各データ信号が前記駆動用の薄膜トランジスタ(QD)のゲート電圧に印加される
。この時に前記ゲート電圧は前記ストレージキャパシタ(Cst)により1フレーム間維持され
る。この時に前記駆動用の薄膜トランジスタ(QD)のチャンネルコンダクタンス(Channel c
onductance)は前記駆動用の薄膜トランジスタ(QD)に印加されたゲート電圧とソースに該
当するバイアス電圧により決定される。そして、前記有機電界発光素子(OLED)の両端にか
かる電圧の大きさは前記バイアス電圧(Vdd)と前記共通電極電圧(VCOM)との間に印加され
た電圧が前記駆動用の薄膜トランジスタ(QD)と直列で連結された有機電界発光素子(OLED)
の電圧分配により決定され、決定された電圧分配に該当する電流が前記有機電界発光素子
(OLED)を通じて流れながら前記有機電界発光素子(OLED)が発光するようになる。
【０００８】
　ここで、各ピクセルに同一なデータ信号が前記スイッチング薄膜トランジスタ(QS)を経
由して前記駆動用の薄膜トランジスタ(QD)のゲートに印加されて各ピクセルの駆動用の薄
膜トランジスタ(QD)のゲート-ソース間の電圧(VGS)が同一に決定されるにしても各駆動用
の薄膜トランジスタ(QD)の特性によって電圧分配が異なり、前記有機電界発光素子(OLED)
ら各々に流れる電流が異なる。したがって、各ピクセル別に同一なデータ信号に対して明
るさが異なる画質の不均一が発生する問題点がある。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　本発明の技術的課題は、このような従来の問題点を解決するためのものであり、本発明
の目的はピクセルに具備される駆動用の薄膜トランジスタの特性を補償して画質の不均一
を解決するための有機電界発光駆動素子を提供することである。
【００１０】
　また、本発明の他の目的は前記した有機電界発光表示素子を有する有機電界発光表示パ
ネルを提供することである。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　　第１方向に配列された複数のデータラインと前記第１方向とは相異なる第２方向に配
列された複数のゲートラインとにより定義される領域に各々具備されて、一端が共通電極
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端に連結されて、流れる電流に応答して発光する有機電界発光素子の駆動素子において、
　ゲートに連結されたゲートラインＧｑを通じて印加される現在のゲート信号に応答して
、ソースに連結されたデータラインＤｐを通じて印加されるデータ信号を、ドレーンを通
じて出力する第１スイッチング素子と、
　ゲートを通じて印加される以前のゲート信号に応答して、ソースに連結された基準電圧
を、ドレインを通じて出力する第２スイッチング素子と、
　ソースが前記第１スイッチング素子のドレーンに連結されて、ゲートとドレーンが共通
連結された第３スイッチング素子と、
　ソースが電流供給ラインに連結されて、ゲートが前記第３スイッチング素子の共通端に
連結されて、前記共通端を通じて入力される信号に応答して、ドレーンを通じて前記電流
を提供する第４スイッチング素子と、
　ゲートが直前のゲートラインＧｑ－１に連結され、ソースが前記第４スイッチング素子
のドレーンに連結されて、前記ゲートが前記直前のゲートラインＧｑ－１を通じて印加さ
れる直前のゲート信号に応答してオンされることで、前記第４スイッチング素子を経由す
る電流を前記有機電界発光素子に提供する第５スイッチング素子と、
　を含み、
　前記第１及び第２スイッチング素子はＮタイプの薄膜トランジスターであり、前記第３
ないし第５スイッチング素子はＰタイプの薄膜トランジスターであり、前記第３スイッチ
ング素子の閾値電圧と前記第４スイッチング素子の閾値電圧とは同一であり、
　前記基準電圧(Vref)は、
　[Vgate-off(T1)] ≦ Vref≦ [Vdata、min + Vth(T3)]
　(ここで、前記Vgate-off(T1)は第１スイッチング素子のゲートオフ電圧、前記Vrefは基
準電圧、前記Vdata、minはデータ電圧の最小値、前記Vth(T3)は第３スイッチング素子の
しきい電圧として負の電圧)の条件を満足し、
　一番目の前記直前のゲートラインＧｑ－１には、最終番目のゲートラインを通じて前記
直前のゲート信号が供給される、有機電界発光駆動素子を提供する。
【００１２】
　第１方向に配列されて、データ信号を伝達するデータラインと、
　前記第１方向とは相異な第２方向に配列されて、ゲート信号を伝達するゲートラインと
、
　バイアス電源を伝達する電流供給ラインと、
　一端が共通電極端に連結されて、流れる電流の量に応答して発光する、前記有機電界発
光駆動素子と、
を含む有機電界発光パネルを提供する。
【発明の効果】
【００１３】
　このような有機電界発光駆動素子とこれを有する有機電界発光表示パネルによると、各
ピクセルごとにお互い特性が異なる駆動用の薄膜トランジスタに対して同一データ信号に
対して同一電流を流れるようにすることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１４】
　以上のような本発明の目的と別の特徴及び長所などは次に参照する本発明の好適な実施
例に対する以下の説明から明確になるであろう。
【００１５】
　以下、添付した図面を参照して、本発明をより詳細に説明する。
　図3は本発明の第1実施例による有機電界発光駆動素子を説明するための図面であり、図
4は前記した図3に印加される信号の波形を説明するための図面である。
【００１６】
　図3及び図4を参照すると、本発明の第1実施例による有機電界発光駆動素子はスイッチ
ング機能を遂行する第1薄膜トランジスタ(T1)、第2薄膜トランジスタ(T2)、第3薄膜トラ
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ンジスタ(T3)、駆動機能をする第4薄膜トランジスタ(T4)、第5薄膜トランジスタ(T5)、共
通電極電圧(VCOM)に連結された有機電界発光素子(OLED)及びストレージキャパシタ(Cst)
でなされて一つの単位ピクセルを定義し、ゲート信号を伝達するゲートラインと、データ
信号を伝達するデータラインに囲まれた領域に配置される。この時に前記電流供給ライン
(Vdd)はモリブデンタングステン(MoW)でなされる単一金属層または前記モリブデンタング
ステン(MoW)層に積層されたアルミニウムネオジウム(AlNd)層でなされる二重金属層で形
成され、前記データラインを形成する時にデータラインと平行な方向、すなわち、垂直方
向に形成され、各電流供給ラインにはゲートラインの数だけ画素が連結される。
【００１７】
　ここで、一つの単位ピクセルはmXnX3の解像度を有する有機電界発光表示パネル上でp及
びp+1番目のデータラインと、q-1及びq番目のゲートラインにより定義されるものとして
説明する。また、前記第1及び第2薄膜トランジスタ(T1、T2)各々はそれぞれのゲートに該
当薄膜トランジスタのしきい電圧より高いレベルのゲート信号が印加される時にターン-
オンするNタイプの薄膜トランジスタであり、前記第3ないし第5薄膜トランジスタ(T3、T4
、T5)各々はそれぞれのゲートに該当薄膜トランジスタのしきい電圧より低いレベルのゲ
ート信号が印加される時にターン-オンするPタイプの薄膜トランジスタである。
【００１８】
　前記第1薄膜トランジスタ(T1)はゲートが現在のゲートライン(Gq)に連結されて、ソー
スがデータライン(Dp)に連結され、前記現在のゲートライン(Gq)を通じて印加されるゲー
ト信号に応答してソースを通じて入力されるデータ信号を、ドレーンを通じて前記第3薄
膜トランジスタ(T3)に出力する。
【００１９】
　前記第2薄膜トランジスタ(T2)はゲートが以前のゲートライン(Gq-1)に連結されて、ソ
ースが基準電圧(Vref)を供給する基準電圧ラインに連結されて、以前のゲートラインを通
じて印加されるゲート信号に応答してソースを通じて入力される前記基準電圧(VREF)を、
ドレーンを通じて前記第4薄膜トランジスタ(T4)に出力する。
【００２０】
　前記第3薄膜トランジスタ(T3)はソースが前記第1薄膜トランジスタ(T1)のドレーンに連
結されて、ゲートとドレーンとが共通連結されて前記ストレージキャパシタ(Cst)及び第4
薄膜トランジスタ(T4）のゲートに連結されて、前記第1薄膜トランジスタ(T1)から提供さ
れるデータ電圧を前記第4薄膜トランジスタ(T4)に出力する。
【００２１】
　前記第4薄膜トランジスタ(T4)はソースがバイアス電圧(Vdd)を供給する前記電流供給ラ
インに連結されて、ゲートが前記ストレージキャパシタ(Cst)の一端及び前記第3薄膜トラ
ンジスタ(T3)のドレーンに連結されて、ドレーンを通じて前記バイアス電圧(Vdd)を出力
する。ここで、前記第3薄膜トランジスタ(T3)と第4薄膜トランジスタ(T4)の特性は同一で
あるか、あるいは類似なものが望ましい。
【００２２】
　前記第5薄膜トランジスタ(T5)はソースが前記第4薄膜トランジスタ(T4)のドレーンに連
結されて、ゲートが直前のゲートラインに連結されて、直前のゲート信号に応答して前記
第4薄膜トランジスタ(T4)を通じて入力される前記バイアス電圧(Vdd)を、ドレーンを通じ
て出力する。
【００２３】
　前記ストレージキャパシタ(Cst)は一端が前記第2ないし第4薄膜トランジスタ(T2、T3、
T4)のゲートに共通連結されて、他端が前記バイアス電圧(Vdd)に連結されて、前記バイア
ス電圧(Vdd)を充電している途中で、1フレームの間に充電されたバイアス電圧(Vdd)を前
記第4薄膜トランジスタ(T4)のゲートに提供する。
【００２４】
　前記有機電界発光素子(OLED)は一端が前記第5薄膜トランジスタ(T5)のドレーンに連結
されて、他端が前記共通電極電圧(VCOM)に連結されて、前記第5薄膜トランジスタ(T5)を
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通じて入力される信号、望ましくは電流に応答して光を出射する。
【００２５】
　すると、添付する図面を参照して、本発明の第1実施例による有機電界発光駆動素子の
動作をより詳細に説明する。
【００２６】
　図５及び図６は前記した図3の動作を図式的に説明するための図面である。特に、図５
は以前のゲートラインにゲート信号が印加される時の動作を図式的に説明するための図面
であり、図６は現在のゲートラインにゲート信号が印加される時の動作を図式的に説明す
るための図面である。
【００２７】
　図５に示すように、直前のゲートラインを選択するゲート信号が印加されることによっ
て前記第1及び第3ないし第5薄膜トランジスタ(T1、T3、T4、T5)はターン-オフ状態を維持
し、前記第2薄膜トランジスタ(T2)はターン-オンされて前記第4薄膜トランジスタ(T4)の
ゲートには前記基準電圧ラインから提供される基準電圧(Vref)が印加される。この時の基
準電圧(Vref)は下記の式1の条件を満足することが望ましい。
【００２８】
　[Vgate-off(T1)]≦Vref ≦ [Vdata、min+ Vth(T3)]・・・（式１）
　ここで、前記Vgate-off(T1)は第1薄膜トランジスタ(T1)のゲートオフ電圧であり、前記
Vdata、minはデータライン(Dp)に印加されるデータ電圧の最小値であり、前記Vth(T3)は
第3薄膜トランジスタ(T3)のしきい電圧であり、負(Negative)の電圧である。
【００２９】
　続いて、図６に示すように、現在のゲートラインを選択するゲート信号が印加されるこ
とによって、前記第1薄膜トランジスタ(T1)はターン-オンされてソースを通じて印加され
るデータ電圧をドレーンに連結された前記第3薄膜トランジスタ(T3)に提供する。この時
、前記ストレージキャパシタ(Cst)には電荷が充電されて前記第3薄膜トランジスタ(T3)の
ゲートにはハイレベルが印加されるために前記第3薄膜トランジスタ(T3)はターン-オンさ
れて前記第1薄膜トランジスタ(T1)を経由するデータ電圧を前記第4薄膜トランジスタ(T4)
のゲートに提供する。この時、前記第4薄膜トランジスタ(T4)に流れる電流の大きさを決
定する実質的なゲート-ソース電圧[Vgs'(T4)]は下記の式2のようにある。
Vgs'(T4)= Vgs(T4)+ Vth(T4)・・・（式２）
　ここで、前記第4薄膜トランジスタ(T4)のゲート-ソース電圧は、前記第4薄膜トランジ
スタ(T4)のゲート電圧とバイアス電圧(Vdd)の差電圧であるために、下記の式3のようにな
る。
Vgs(T4)= Vg(T4)- Vdd・・・（式３）
　また、前記第4薄膜トランジスタ(T4)のゲート電圧は、データ電圧と前記第3薄膜トラン
ジスタ(T3)とのしきい電圧(Vth)間の差電圧であり、前記第3薄膜トランジスタ(T3)のしき
い電圧(Vth(T3))は負の電圧であるために、下記の式4のようになる。
Vg(T4)= Vdata + V th(T3)・・・（式４）
　また、前記第3薄膜トランジスタ(T3)と第4薄膜トランジスタ(T4)の特性は同一なものと
して仮定したために、前記第3薄膜トランジスタ(T3)のしきい電圧(Vth)は下記の式5のよ
うに前記第4薄膜トランジスタ(T4）のしきい電圧(Vth)と同一である。
V th(T3) = V th(T4)・・・（式５）
　したがって、前記の式2ないし式5を基に前記した式3を再び整理すると、前記第4薄膜ト
ランジスタ(T4)に流れる電流の大きさを決定する実質的なゲート-ソース電圧[Vgs'(T4)]
は下記の式6のようになる。
Vgs’(T4)= Vdata - Vdd・・・（式６）
　前記の式6に記載したように、前記第4薄膜トランジスタ(T4)に流れる電流の大きさを決
定する実質的なゲート-ソース電圧[Vgs'(T4)]は前記データライン(Dp)を通じて印加され
るデータ電圧(Vdata)と外部の電流供給ラインを通じて印加されるバイアス電圧(Vdd)の差
電圧であることを確認することができる。
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【００３０】
　したがって、すべてのピクセルに具備されて駆動動作を遂行する前記第4薄膜トランジ
スタ(T4)が検出する実質的なゲート-ソース電圧[Vgs'(T4)]は前記データライン(Dp)を経
由して印加されるデータ電圧(Vdata)と外部で電流供給ラインを経由して印加されるバイ
アス電圧(Vdd)の大きさに関連が有り、前記第4薄膜トランジスタ(T4)のしきい電圧(Vth)
とは関連が無いことを確認することができる。
【００３１】
　以上で説明したように、前記第3薄膜トランジスタ(T3)と第4薄膜トランジスタ(T4)の特
性が同一または類似であるという仮定下で本発明は各ピクセルごとに特性が異なる第4薄
膜トランジスタ(T4)のしきい電圧(Vth)を補償することにより、各ピクセルごとにお互い
特性が異なる駆動用の薄膜トランジスタ(第4薄膜トランジスタ(T4)に該当)に対して同一
データ信号に対して同一電流を流れるようにすることができる。
【００３２】
　以上では単位ピクセルに基準電圧を提供するために別の基準電圧ラインを具備すること
を説明したが、前記した基準電圧ラインを省略しても具現することができる。
【００３３】
　図７は本発明の第2実施例による有機電界発光駆動素子を説明するための図面であり、
特に単位ピクセルに提供される基準電圧を以後のゲートラインに印加されるゲート信号と
して利用する有機電界発光駆動素子を図示する。
【００３４】
　図７を参照すると、本発明の第2実施例による有機電界発光駆動素子はスイッチング機
能を遂行する第1薄膜トランジスタ(T1)、第2薄膜トランジスタ(T2)、第3薄膜トランジス
タ(T3)、駆動機能をする第4薄膜トランジスタ(T4)、第5薄膜トランジスタ(T5)、共通電極
電圧(VCOM)に連結された有機電界発光素子(OLED)、ストレージキャパシタ(Cst)でなされ
て一つの単位ピクセルを形成し、ゲート信号を伝達するゲートラインと、データ信号を伝
達するデータラインに囲まれた領域に配置される。前記した図3と比較する時に同一構成
要素に対しては同一な図面番号を付与して、その説明は省略する。ここで、前記基準電圧
(Vref）は現在のゲートライン(Gq)を通じて印加されるゲート信号である。
【００３５】
　動作時、以前のゲートラインにゲート信号が印加されることによって前記第1及び第3な
いし第5薄膜トランジスタ(T1、T3、T4、T5)はターン-オフ状態を維持し、前記第2薄膜ト
ランジスタ(T2)はターン-オンされて前記第4薄膜トランジスタ(T4)のゲートにはオフレベ
ルの基準電圧(Vref)が印加される。この時の前記基準電圧(Vref)は現在のゲートラインに
印加されるゲート信号であるためにオフレベルである。
【００３６】
　一方、現在のゲートラインにゲート信号が印加されることによって前記第1薄膜トラン
ジスタはターン-オンされてソースを通じて印加されるデータ電圧をドレーンに連結され
た前記第3薄膜トランジスタに提供する。この時、前記ストレージキャパシタ(Cst)には電
荷が充電されて前記第3薄膜トランジスタ(T3)のゲートにはハイレベルが印加されるため
に前記第3薄膜トランジスタ(T3)はターン-オンされて前記第1薄膜トランジスタ(T1)を経
由するデータ電圧を前記第4薄膜トランジスタ(T4)のゲートに提供する。
【００３７】
　以上で説明したように、本発明の第2実施例によると現在のピクセルを駆動するために
現在のゲートラインには常にハイレベルのゲート信号が印加されるために別の基準電圧ラ
インを具備しなくても前記第2薄膜トランジスタ(T2)に基準電圧(Vref)を提供することが
できる。
【００３８】
　図８は本発明の第3実施例による有機電界発光駆動素子を説明するための図面であり、
特に前記した図3で第5薄膜トランジスタを省略した例である。
【００３９】
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　図８を参照すると、本発明の第3実施例による有機電界発光駆動素子はスイッチング機
能を遂行する第1薄膜トランジスタ(T1)、第2薄膜トランジスタ(T2)、第3薄膜トランジス
タ(T3)、駆動機能をする第4薄膜トランジスタ(T4)、共通電極電圧(VCOM)に連結された有
機電界発光素子(OLED)及びストレージキャパシタ(Cst)でなされて一つの単位ピクセルを
形成し、ゲート信号を伝達するゲートラインと、データ信号を伝達するデータラインに囲
まれた領域に配置される。前記した図3と比較する時に同一な構成要素に対しては同一な
図面番号を付与して、その説明は省略する。
【００４０】
　動作時、以前のゲートラインにゲート信号が印加されることによって前記第1、第3及び
第4薄膜トランジスタ(T1、T3、T4)はターン-オフ状態を維持して、前記第2薄膜トランジ
スタ(T2)はターン-オンされて前記第4薄膜トランジスタ(T4)のゲートには基準電圧ライン
から提供される基準電圧(Vref)が印加される。この時、前記基準電圧(Vref)は前記した式
1で示す通りである。
【００４１】
　一方、現在のゲートラインにゲート信号が印加されることによって前記第1薄膜トラン
ジスタ(T1)はターン-オンされてソースを通じて印加されるデータ電圧をドレーンに連結
された第3薄膜トランジスタ(T3)に提供する。この時、前記ストレージキャパシタ(Cst)に
は電荷が充電されて前記第3薄膜トランジスタ(T3)のゲートにはハイレベルが印加される
ために前記第3薄膜トランジスタ(T3)はターン-オンされて前記第1薄膜トランジスタ(T1)
を経由するデータ電圧を前記第4薄膜トランジスタ(T4)のゲートに提供する。
【００４２】
　以上で説明したように、本発明の第3実施例によると第4薄膜トランジスタに連結された
第5薄膜トランジスタを省略しても各ピクセルごとに特性が異なる第4薄膜トランジスタ(T
4)のしきい電圧(Vth)を補償することにより、各ピクセルごとにお互い特性が異なる駆動
用の薄膜トランジスタ(第4薄膜トランジスタ(T4)に該当)に対して同一データ信号に対し
て同一電流が流れるようにすることができる。
【００４３】
　一方、前記した本発明の第1ないし第3実施例では現在のピクセルを駆動するために必ず
以前のゲートラインが存在しなければならない。すると、前記した本発明の第1ないし第3
実施例を有機電界発光表示パネルに実際に適用する時の一例に対して添付する図面を参照
して簡略に説明する。
【００４４】
　図９は前記した図３の有機電界発光駆動素子を採用した有機電界発光表示パネルの一例
を説明するための図面である。
【００４５】
　図９に示すように、本発明の一実施例による有機電界発光表示パネルはコラム方向にn
個のピクセルを具備し、前記n個のピクセルに走査信号であるゲート信号を順次に提供す
るためにn個のゲートラインを具備する。この時、実質的に画面駆動に利用されるn個のゲ
ートライン、すなわち第1ないし第n番目のゲートライン(G1、G2、…、Gn-1、Gn)の以外に
前記第1ゲートライン(G1)に具備される前記第2及び第5薄膜トランジスタ(T2、T5）のゲー
トにゲート信号を印加するためのダミーゲートライン(G0)をさらに具備して、前記ダミー
ゲートライン(G0)は前記n番目のゲートライン(Gn)と同期させる。
【００４６】
　このように前記ダミーゲートライン(G0)と最終段のゲートライン(Gn)とを同期のために
連結することにより前記ダミーゲートライン(G0)がフローティング状態で残されることを
回避することができる。
【００４７】
　一方、図示しなかったが前記したダミーゲートラインと最終段のゲートラインとの連結
なしにそれぞれのゲートラインにゲート信号を提供するゲートドライバーから別のゲート
信号をさらに提供することができる。なぜなら、通例的にn個のゲートラインを駆動する
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ためには前記ゲートドライバーがn個のゲート信号を順次にゲートラインに提供するが、
この時に前記最終段のゲートラインにゲート信号を印加しながらこれと同時に前記ダミー
ゲートラインにゲート信号を印加することにより前記ダミーゲートラインがフローティン
グ状態で残されることを回避できる。
【００４８】
　以上の本発明の第1ないし第3実施例では、一つのピクセルを横方向に伸張されて、縦方
向に隣接して配列されるゲートラインと、縦方向に伸張されて、横方向に隣接して配列さ
れるデータラインにより定義し、前記データラインと平行するように縦方向に伸張されて
、横方向に配列される電流供給ラインと連結された駆動用の薄膜トランジスタ(すなわち
、第4薄膜トランジスタ(T4))のしきい電圧を補償することを説明した。
【００４９】
　しかし、前記電流供給ラインが前記データラインと平行になるとクロストークが発生す
る危険がある。すなわち、電流供給ラインが縦方向に伸張された時に一番目のピクセルに
はフルレベルのバイアス電圧が印加されるが、だんだん下位ピクセルにおりて行くほどレ
ベル低減されたバイアス電圧が印加される。その結果、一番目のピクセルに配列される第
4薄膜トランジスタのゲート-ソース間の電圧(Vgs1(T4))から最後の番目であるn番目のピ
クセルに配列される第4薄膜トランジスタのゲート-ソース間の電圧(Vgsn(T4))間の差は発
生する。前記したピクセル間のゲート-ソース電圧の差により同一レベルのデータ電圧が
隣接するそれぞれのピクセルに各々印加されるにしても、それぞれのピクセルに具備され
る第4薄膜トランジスタのソースで感じる電圧差が発生するので下位ピクセルにおりて行
くほどクロストークがひどく発生する。このようなクロストークは結果的に画質の悪影響
を誘発するようになる。
【００５０】
　前記したクロストークの発生を減らすための変形例に対して後述する図面を参照して説
明する。
【００５１】
　図１０は本発明の第4実施例による有機電界発光駆動素子を説明するための図面である
。特に、電流供給ラインの伸張方向をゲートラインの伸張方向と平行するように具現した
例を図示する。
【００５２】
　図１０に示すように、本発明の第4実施例による有機電界発光駆動素子はスイッチング
機能を遂行する第1薄膜トランジスタ(T1)、第2薄膜トランジスタ(T2)、第3薄膜トランジ
スタ(T3)、駆動機能をする第4薄膜トランジスタ(T4)、第5薄膜トランジスタ(T5)、共通電
極電圧(VCOM)に連結された有機電界発光素子(OLED)及びストレージキャパシタ(Cst)でな
されて一つの単位ピクセルを形成して、ゲート信号を伝達するゲートラインと、データ信
号を伝達するデータラインに囲まれた領域に配置される。前記した図3と比較する時に同
一な構成要素に対しては同一図面番号を付与して、その説明は省略する。ここで、第5薄
膜トランジスタ(T5)のゲートは現在のゲートライン(Gq)に連結されて現在のゲート信号に
応答してオン/オフされる。
【００５３】
　動作時、直前のゲートライン(Gq-1)にゲート信号が印加されることによって前記第1、
第3及び第4薄膜トランジスタ(T1、T3、T4)はターン-オフ状態を維持し、前記第2及び第5
薄膜トランジスタ(T2)はターン-オンされて、前記第4薄膜トランジスタ(T4)のゲートには
基準電圧ラインから提供される基準電圧(Vref)が印加される。この時、前記基準電圧(Vre
f)は前記した式1で示す通りである。
【００５４】
　一方、現在のゲートライン(Gq)にゲート信号が印加されることによって前記第1薄膜ト
ランジスタ(T1)はターン-オンされてソースを通じてデータライン(Dp)から印加されるデ
ータ電圧をドレーンに連結された前記第3薄膜トランジスタ(T3)に提供する。この時、前
記ストレージキャパシタ(Cst)には電荷が充電されて前記第3薄膜トランジスタ(T3)のゲー
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トにはハイレベルが印加されるために前記第3薄膜トランジスタ(T3)はターン-オンされて
前記第1薄膜トランジスタ(T1)を経由するデータ電圧を前記第4薄膜トランジスタ(T4)のゲ
ートに提供する。
【００５５】
　以上で説明したように、本発明の第4実施例によると駆動機能を遂行する第4薄膜トラン
ジスタに所定のバイアス電圧を印加する電流供給ラインをゲートラインと平行するように
構成しても前記第4薄膜トランジスタの特性を補償できるだけでなく、縦方向に配列され
たピクセル間のクロストークを除去できる。
【００５６】
　図１１は本発明の第5実施例による有機電界発光駆動素子を説明するための図面である
。特に、電流供給ラインの伸張方向をゲートラインの伸張方向と平行するように具現しな
がらも別の薄膜トランジスタをさらに具備した例を図示する。
【００５７】
　図１１に示すように、本発明の第5実施例による有機電界発光駆動素子はスイッチング
機能を遂行する第1薄膜トランジスタ(T1)、第2薄膜トランジスタ(T2)、第3薄膜トランジ
スタ(T3)、駆動機能をする第4薄膜トランジスタ(T4)、第5薄膜トランジスタ(T5)、第6薄
膜トランジスタ(T6)、共通電極電圧(VCOM)に連結された有機電界発光素子(OLED)及びスト
レージキャパシタ(Cst)でなされて一つの単位ピクセルを形成して、ゲート信号を伝達す
るゲートラインと、データ信号を伝達するデータラインに囲まれた領域に配置される。
【００５８】
　図１０と比較する時、同一構成要素に対しては同一図面番号を付与して、その説明は省
略する。ここで、第5薄膜トランジスタ(T5)はPタイプの薄膜トランジスタであり、ゲート
は以前のゲートライン(Gq-1)に連結されて以前のゲート信号に応答してオン/オフされる
。
【００５９】
　また、第6薄膜トランジスタ(T6)はNタイプの薄膜トランジスタであり、ソースは前記第
5薄膜トランジスタ(T5)のドレーンに連結されて、ドレーンは有機電界発光素子(OLED)に
連結され、ゲートは現在のゲートライン(Gq)に連結されて現在のゲート信号に応答してオ
ン/オフする。
【００６０】
　動作時、以前のゲートライン(Gq-1)にゲート信号が印加されることによって前記第1、
第3、第4、第5、第6薄膜トランジスタ(T1、T3、T4、T5、T6)はターン-オフ状態を維持し
、前記第2薄膜トランジスタ(T2)はターン-オンされて、前記第4薄膜トランジスタ(T4)の
ゲートには基準電圧ラインから提供される基準電圧(Vref)が印加される。この時の基準電
圧(Vref)は前記した式1で示す通りである。
【００６１】
　一方、現在のゲートライン(Gq)にゲート信号が印加されることによって前記第1薄膜ト
ランジスタ(T1)はターン-オンされてソースを通じてデータライン(Dp)から印加されるデ
ータ電圧をドレーンに連結された第3薄膜トランジスタ(T3)に提供する。この時、前記ス
トレージキャパシタ(Cst)には電荷が充電されて前記第3薄膜トランジスタ(T3)のゲートに
はハイレベルが印加されるために前記第3薄膜トランジスタ(T3）はターン-オンされて前
記第1薄膜トランジスタ(T1)を経由するデータ電圧を前記第4薄膜トランジスタ(T4)のゲー
トに提供する。
【００６２】
　以上で説明したように、本発明の第5実施例によると駆動機能を遂行する第4薄膜トラン
ジスタに所定のバイアス電圧を印加する電流供給ラインをゲートラインと平行になるよう
に構成して、現在のゲート信号にオン/オフ応答する別の薄膜トランジスタを有機電界発
光素子の入力端に構成しても前記第4薄膜トランジスタの特性を補償できるだけでなく、
縦方向に配列されたピクセル間のクロストークを除去できる。
【００６３】
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　以上で説明したように、本発明の第1ないし第5実施例では一つの単位ピクセルに具備さ
れる前記第1及び第2薄膜トランジスタをNタイプの薄膜トランジスタで具現して、前記第3
ないし第5薄膜トランジスタをPタイプの薄膜トランジスタで具現する一例を中心に説明し
た。しかし、一般的に薄膜トランジスタがスイッチング動作を遂行する点を勘案すると後
述する図１２のように、一つの単位ピクセルに具備される第1ないし第4薄膜トランジスタ
をPタイプの薄膜トランジスタで具現して、第5薄膜トランジスタをNタイプの薄膜トラン
ジスタで具現することができる。
【００６４】
　図１２は本発明の第6実施例による有機電界発光駆動素子を説明するための図面であり
、図１３は前記した図１２に印加される信号の波形を説明するための図面である。
【００６５】
　図１２を参照すると、本発明の第6実施例による有機電界発光駆動素子はスイッチング
機能をする第1薄膜トランジスタ(T21)、第2薄膜トランジスタ(T22)、第3薄膜トランジス
タ(T23)、駆動機能をする第4薄膜トランジスタ(T24)、第5薄膜トランジスタ(T25)、有機
電界発光素子(OLED)及びストレージキャパシタ(Cst)でなされて一つの単位ピクセルを形
成し、ゲート信号を伝達するゲートラインと、データ信号を伝達するデータラインに囲ま
れた領域に配置される。ここで、前記第1ないし第4薄膜トランジスタ(T21、T22、T23、T2
4)各々は該当薄膜トランジスタのゲートにしきい電圧より低いレベルのゲート信号が印加
される時、ターン-オンするPタイプの薄膜トランジスタであり、前記第5薄膜トランジス
タ(T25)は該当薄膜トランジスタのゲートにしきい電圧より高いレベルのゲート信号が印
加される時にターン-オンするNタイプの薄膜トランジスタである。
【００６６】
　この時、前記ゲートラインに印加されるゲート信号は図１３に図示したように、反転さ
れたゲート信号である。すなわち、前記第1薄膜トランジスタ(T21)がPタイプの薄膜トラ
ンジスタであるために前記ゲートラインを選択するゲート信号がアクティブハイである時
には前記ゲートラインが非活性状態を維持していて、前記ゲート信号がアクティブローで
ある時には前記ゲートラインを活性状態で維持するようになる。このように、反転された
ゲート信号を、有機電界発光駆動素子を採用する有機電界発光表示パネルに提供するため
にはゲート信号を順次に出力するゲートドライバー(図示せず)に一種の反転器をさらに具
備させることによって具現が可能である。
【００６７】
　動作時、以前のゲートライン(Gq-1)を選択するローレベルのゲート信号が印加されるこ
とによって前記第1及び第3ないし第5薄膜トランジスタ(T21、T23、T24、T25)はターン-オ
フ状態を維持し、前記第2薄膜トランジスタ(T22)はターン-オンされて前記第4薄膜トラン
ジスタ(T24)のゲートには基準電圧(Vref)が印加される。この時、前記基準電圧(Vref)は
下記の式7と式8の条件を同時に満足することが望ましい。
【００６８】
　Vref< Vgate-off(T21)・・・（式７）
　ここで、前記Vgate-off(T21)は前記第1薄膜トランジスタ(T21）のゲートオフ電圧であ
る。
【００６９】
　Vref< [Vdata、min + Vth(T23)]・・・（式８）
　ここで、前記Vdata、minは前記データライン(Dp)に印加されるデータ電圧の最小値であ
り、前記Vth(T23)は前記第3薄膜トランジスタ(T23)のしきい電圧である。
【００７０】
　続いて、現在のゲートラインを選択するローレベルのゲート信号が印加されることによ
って、前記第1薄膜トランジスタ(T21)はターン-オンされてソースを通じて印加されるデ
ータ電圧をドレーンに連結された前記第3薄膜トランジスタ(T23)に提供する。この時、前
記ストレージキャパシタ(Cst)には電荷が充電されて前記第3薄膜トランジスタ(T23)のゲ
ートにはハイレベルが印加されるために前記第3薄膜トランジスタ(T23)はターン-オンさ
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れて前記第1薄膜トランジスタ(T21)を経由するデータ電圧を前記第4薄膜トランジスタ(T2
4)のゲートに提供する。この時、前記第4薄膜トランジスタ(T24)に流れる電流の大きさを
決定する実質的なゲート-ソース電圧[Vgs'(T24)]は下記の式9のようになる。
【００７１】
　Vgs'(T24)= Vgs(T24) + Vth(T24)・・・（式９）
　ここで、前記第4薄膜トランジスタ(T24)のゲート-ソース電圧は前記第4薄膜トランジス
タ(T24)のゲート電圧とバイアス電圧(Vdd)の差電圧であるから下記の式10のようになる。
【００７２】
　Vgs(T24)= Vg(T24) - Vdd・・・（式10）
　ここで、前記第4薄膜トランジスタ(T24)のゲート電圧は前記データ電圧と前記第3薄膜
トランジスタ(T23)のしきい電圧(Vth)と間の差電圧であるから下記の式11のようになる。
Vg(T24)= Vdata + V th(T23)・・・（式11）
　また、前記第3薄膜トランジスタ(T23)と第4薄膜トランジスタ(T24)との特性は同一であ
ると仮定したために、前記第3薄膜トランジスタ(T23)のしきい電圧(Vth)は下記の式12の
ように前記第4薄膜トランジスタ(T24）のしきい電圧(Vth)と同一である。
V th(T23) = V th(T24)・・・（式12）
　したがって、前記した式10ないし式12を基に前記した式9を再び整理すると、下記する
式13のようになる。
Vgs’(T24)= Vdata - Vdd・・・（式13）
　前記した式13に記載したように、前記第4薄膜トランジスタ(T24)に流れる電流の大きさ
を決定する実質的なゲート-ソース電圧[Vgs'(T24)]は前記データライン(Dp)を通じて印加
される前記データ電圧(Vdata)と外部の電流供給ラインを通じて印加されるバイアス電圧(
Vdd)の差電圧であることを確認することができる。
【００７３】
　したがって、あらゆるピクセルに具備されて駆動動作を遂行する第4薄膜トランジスタ(
T24)が感じる実質的なゲート-ソース電圧[Vgs'(T24)]は前記データライン(Dp)を経由して
印加されるデータ電圧(Vdata)と外部で電流供給ラインを経由して印加されるバイアス電
圧(Vdd)の大きさのみに関係が有り、前記第4薄膜トランジスタ(T24)のしきい電圧(Vth)と
は関係が無いことを確認することができる。
【００７４】
　以上で説明したように、本発明は各ピクセルごとに特性が異なる第4薄膜トランジスタ(
T4)のしきい電圧(Vth)を補償することにより、各ピクセルごとにお互い特性が異なる駆動
用の薄膜トランジスタ(第4薄膜トランジスタ(T24)に該当)に対して同一データ信号に対し
て同一電流が流れるようにすることができる。この時、単位ピクセルに具備されてスイッ
チング用の薄膜トランジスタ(T1)を通じて伝えられるデータ信号を伝達する前記第3薄膜
トランジスタ(T3)と前記第3薄膜トランジスタ(T3)と前記電流供給ライン(Vdd)に連結され
る駆動用の薄膜トランジスタである前記第4薄膜トランジスタ(T4)の特性が同一または類
似であることを条件とする。
【００７５】
　一方、一般的に前記した薄膜トランジスタは多層で構成されて半導体層、絶縁層、保護
層及び電極層に分けられる。ここで、半導体層としてはアモルファス-シリコン(Amorphou
s-Silicon)またはポリシリコン(Poly-silicon)等が使われて、絶縁層としてはシリコン窒
化膜(SiNX)、シリコン酸化膜(SiO2)、酸化アルミニウム(Al2O3)、タンタルオキサイド(Ta
OX)等が使われて、保護層としては透明有機絶縁物質または絶縁物質が利用でき、電極層
としてはアルミニウム(Al)、クロム(Cr)、モリブデン(Mo)等の金属導電性物質が一般的に
用いられる。これら各要素による物質らは蒸着装置(Deposition Apparatus)すなわち、ス
パッタリング(sputtering)装置、化学気相蒸着(Chemical vapor deposition : CVD)装置
などを使用して成膜した後にリソグラフィ(Lithography)技術を駆使して素子の各要素で
形成される。
【００７６】
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　このように構成された各構成層のうち前記半導体層は電子が流れる伝導チャンネルとし
て役割をして、前記電極層はソース電極、ドレーン電極及びゲート電極で構成される。こ
の時、ソース電極は前記半導体層に信号電圧を印加する手段であり、前記ソース電極は前
記半導体層を通じて信号電圧を前記ドレーン電極に放出する手段であり、前記ゲート電極
は前記ソース電極で前記ドレーン電極に電流の流れをスイッチングする手段である。
【００７７】
　したがって、前記した薄膜トランジスタはスイッチング素子として使用するようになっ
て、アクティブマトリックスタイプの有機電界発光表示装置のためのスイッチング要素と
して応用される。このようなアクティブマトリックス有機電界発光表示装置はセレン化カ
ドミウム(CdSe)、水素化されたアモルファス-シリコン(a-Si:H)、ポリクリスタルライン
シリコン(Poly crystalline silicon : poly-Si)が半導体層として使われた薄膜トランジ
スタを使用することによって成功的な構成が可能になった。
【００７８】
　このように、前記薄膜トランジスタの半導体層として使われる物質のうちアモルファス
シリコンは工程が簡単であり、低温で処理されることができるために、既にソーラーセル
(Solar cell)のような大面積素子の製作に使われている。また、アモルファスシリコンを
利用した素子の製作工程は最大温度が350℃程度の低温処理システムで単独に行なわれる
ことができるために製作が便利である。しかし、実際に前記アモルファスシリコン内での
低い電子移動度は薄膜トランジスタのスイッチングの動作特性に妨害の要因として作用し
、また、高速で薄膜トランジスタを制御する駆動回路素子(Drive circuitry)と薄膜トラ
ンジスタの統合を難しくする短所がある。これに反して、ポリシリコンを半導体層として
使用した薄膜トランジスタはアクティブマトリックス有機電界発光表示装置に適当である
。
【００７９】
　前記ポリシリコンで製造される薄膜トランジスタは新しい処理段階が必要であるが、代
りにアクティブマトリックス有機電界発光表示装置内のスイッチング素子としてアモルフ
ァスシリコンより何倍も速い応答速度を有している。また、幅広く使われるアモルファス
薄膜トランジスタに比較してポリシリコンの最も大きい長所は高い電界効果移動度を有し
ていることである。前記した電界効果移動度は薄膜トランジスタのスイッチング速度を決
定し、アモルファスシリコンより数100倍速い。
【００８０】
　このような差は前記ポリシリコンがいろいろな結晶粒(Grain)で構成されて、前記アモ
ルファスシリコンよりは欠陥が少ないという点に起因する。したがって、ポリシリコンは
大面積スクリーンを有する次世代有機電界発光表示装置のためのスイッチングだけでなく
、駆動回路の一体化が可能な素子として期待される。
【００８１】
　前記したポリシリコンを結晶化する方法としては高温でアモルファスシリコンを結晶化
するSPC(Solid phase crystallization)方法、アモルファスシリコン上に金属を蒸着して
熱を加えることで結晶化するMIC(Metal induced crystallization)方法、レーザーを使用
して結晶化するエキシマレーザーアニール(Excimer laser annealing)方法などがある。
【００８２】
　前記レーザー(laser)を使用する方法は低温工程処理が可能で低価格のガラス基板を使
用できるために価格の競争力面で優秀である。特に、エキシマレーザーアニール方法とし
て製造された薄膜トランジスタは高速の移動速度を有するようになることで素子の動作特
性が良い長所がある。
【００８３】
　前記したレーザーを利用してアモルファスタイプの薄膜トランジスタを結晶化してポリ
シリコンタイプの薄膜トランジスタとして変形する例を図面を参照して簡略に説明する。
【００８４】
　図１４と図１５は本発明による第3及び第4薄膜トランジスタの製造方法を説明するため
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の図面である。特に、同一の平面上で前記第3薄膜トランジスタ(T3)と第4薄膜トランジス
タ(T4)を形成する時、レーザースキャンを利用してアモルファスタイプの薄膜トランジス
タを結晶化させてポリシリコンタイプに変更するのに適合な製造方法を説明するための図
面である。
【００８５】
　図１４を参照すると、ガラス基板の同一の平面上にアモルファスタイプの前記第3薄膜
トランジスタ(T3)と第4薄膜トランジスタ(T4)とを各々形成する。この時、前記第3及び第
4薄膜トランジスタ(T3、T4)のゲートライン形成方向はお互いに平行であり、アクティブ
層の上部に形成される前記第3及び第4薄膜トランジスタ(T3、T4)のそれぞれのソースとド
レーンの配列を前記ゲートライン形成方向、すなわちレーザースキャン方向(Laser Scan 
Direction)と垂直な方向に形成する。その結果、前記アモルファスタイプの薄膜トランジ
スタを、レーザーを通じて結晶化してポリシリコンタイプの薄膜トランジスタに変形する
ことができる。
【００８６】
　一方、図１４を参照すると、ガラス基板の同一の平面上にアモルファスタイプの前記第
3薄膜トランジスタ(T3)と第4薄膜トランジスタ(T4)を各々形成する。この時、前記第3及
び第4薄膜トランジスタ(T3、T4)のゲートライン形成方向は任意の仮想線上に同一に配置
され、前記第3及び第4薄膜トランジスタ(T3、T4)のそれぞれのソースとドレーンの配列を
前記ゲートライン形成方向、すなわちレーザースキャン方向と平行になるように形成する
。その結果、前記アモルファスタイプの薄膜トランジスタを、レーザーを通じて結晶化し
てポリ-シリコンタイプの薄膜トランジスタに変形することができる。
【００８７】
　結晶化の動作時、前記基板上にレーザービームパターンを形成するためのマスクと前記
マスクのパターンを縮小して前記基板上に露光するための投影レンズを構成してレーザー
アニールを開始する。より詳細には、まず一定手段により前記レーザービームを均一化さ
せて、前記マスクを通じて前記基板上に形成されるビームの形態を決定する。続いて、縮
小倍率の投影レンズを通じて数μmのビーム幅を有したビームを形成する。続いて、X-Yス
テージ上に置かれた前記基板を移動させるか、または前記レーザービームを移動させなが
ら前記レーザービームを通じて前記アモルファスタイプの薄膜トランジスタを結晶化して
前記ポリシリコンタイプの薄膜トランジスタを形成する。
【００８８】
　図１６は前記した図3の有機電界発光駆動素子の平面図を説明するための図面であり、
図１７及び図１８は前記した図１６のA-A’線、B-B’線による有機電界発光表示装置それ
ぞれの断面図である。ここで、図面符号10はガラス、石英、サファイアのような絶縁基板
、20は遮断膜(blocking layer)、30はゲート絶縁膜、40は層間絶縁膜(Inter Layer Diele
ctric、ILD)、50はパッシベーション(Passivation layer)膜である。
【００８９】
　図１６ないし１８を参照すると、本発明による有機電界発光表示装置はガラス基板10上
にシリコン酸化物をプラズマ化学気相蒸着(plasma-enhanced chemical vapor deposition
 ; PECVD)方法により概略2000Åの厚さで蒸着された遮断膜20上に形成された5個の薄膜ト
ランジスタ(T1、T2、T3、T4、T5)と1個のストレージキャパシタC、そして5個の配線(Gn-1
、Gn、DL、Vdd、VREF)で構成される。この時、遮断膜20はポリシリコン膜に変更するため
の非晶質シリコン膜の結晶化間に熱損失を防止するためである。
【００９０】
　また、一つの単位ピクセルは第1方向に伸張される第1及び第2ゲートライン(Gn-1、Gn)
と、前記第1方向とは相異な第2方向に伸張されるデータライン(DL)及び電流供給ライン(V
dd)により定義されて、基準電圧ライン(VREF）は前記第1方向に伸張されて前記単位ピク
セルの中間に配置される。
【００９１】
　より詳細には、前記第1ゲートライン(Gn-1)は直前コラムのピクセルに具備される第1薄
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膜トランジスタ(T1)をオン/オフしてデータライン(DL)を通じて初期データ電圧及び階調
データ電圧を印加する役割と共に現在コラムのピクセルに具備される前記第2薄膜トラン
ジスタ(T2)と第5薄膜トランジスタ(T5)をオン/オフする役割をする。
【００９２】
　また、前記第2ゲートライン(Gn)は現在コラムのピクセルに具備されてスイッチング機
能をする前記第1薄膜トランジスタ(T1)をオン/オフして前記データライン(DL)を通じて初
期データ電圧及び階調データ電圧を印加する役割と共に次のコラムのピクセルに具備され
る前記第2薄膜トランジスタ(T2)と第5薄膜トランジスタ(T5)をオン/オフする役割をする
。また、前記電流供給ライン(Vdd)にはディスプレー信号の最大値が直流状態で一定に印
加される。また、前記基準電圧ライン(VREF）は外部から供給される基準電圧を前記第2薄
膜トランジスタ(T2)に供給する。
【００９３】
　前記第1薄膜トランジスタ(T1)は前記第2ゲートライン(Gn)とデータライン(DL)の交差点
付近に配置された第1アクティブパターン110と、前記第2ゲートライン(Gn)から延長され
て前記第1アクティブパターン110上を過ぎて行くゲート電極112と、前記データライン(DL
)から延長されてゲート電極112の一側の第1アクティブパターン110と接触するソース電極
114と、そして前記ゲート電極112の他側の第1アクティブパターン110と接触する第1ドレ
ーン電極116とを含む。ここで、前記第1薄膜トランジスタ(T1）のゲート電極は前記第2ゲ
ートライン(Gn)と連結されて、前記第1ソース電極は前記データライン(DL)と連結される
。
【００９４】
　前記第2薄膜トランジスタ(T2)は第2アクティブパターン120と、第1ゲートライン(Gn-1)
から延長されて前記第2アクティブパターン120上を経るゲート電極122と、前記基準電圧
ライン(VREF)から延長されて前記ゲート電極122一側の第2アクティブパターン120と接触
するソース電極124と、そして前記ゲート電極122の他側の第2アクティブパターン120と接
触するドレーン電極126とを含む。
【００９５】
　前記第3薄膜トランジスタ(T3)は第1アクティブパターン110と、前記第1ゲートライン(G
n-1)の形成時に形成されたメタルライン(GM)から延長されて前記第1アクティブパターン1
10上を過ぎて行くゲート電極132と、前記基準電圧ライン(VREF)から延長されて前記ゲー
ト電極132の一側の第1アクティブパターン110と接触するソース電極134と、そして前記ゲ
ート電極132の他側の第1アクティブパターン110と接触するドレーン電極136とを含む。
【００９６】
　前記第4薄膜トランジスタ(T4)は第3アクティブパターン140と、前記メタルライン(GM)
から延長されて前記第3アクティブパターン140上を過ぎて行くゲート電極142と、前記基
準電圧ライン(VREF)から延長されて前記ゲート電極142の一側の第3アクティブパターン14
0と接触するソース電極144と、そして前記ゲート電極142の他側の第3アクティブパターン
と接触するドレーン電極146とを含む。
【００９７】
　前記第5薄膜トランジスタ(T5)は第4アクティブパターン140と、前記第1ゲートライン(G
n-1)から延長されて第4アクティブパターン140上を経るゲート電極152と、前記第4薄膜ト
ランジスタ(T4)のドレーン電極146から延長されて前記ゲート電極152の一側の第4アクテ
ィブパターン140と接触するソース電極154と、そして前記ゲート電極152の他側の第4アク
ティブパターン140と有機電界発光素子(EL)のアノード電極と接触するドレーン電極156と
を含む。ここで、前記第1及び第2薄膜トランジスタ(T1、T2)はNタイプの薄膜トランジス
タであり、前記第3ないし第5薄膜トランジスタ(T3、T4、T5)はPタイプの薄膜トランジス
タとして形成することが望ましい。
【００９８】
　前記ストレージキャパシタ(Cst)は前記第1ゲートラインの形成時に形成されたメタルラ
イン(GM)と、前記メタルライン(GM)の上部に配置された電流供給ライン(Vdd)により形成
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されて、1フレーム時間の間にデータ電圧を一定に維持させる役割をする。
【００９９】
　一方、前記した5個の薄膜トランジスタ(T1、T2、T3、T4、T5)と1個のストレージキャパ
シタ(C)、そして5個の配線(Gn-1、Gn、DL、Vdd、VREF)で構成される有機電界発光表示パ
ネルの単位ピクセルの上部に形成されてITOアノード電極が露出された開口部及び有機絶
縁膜(WALL)上にホール移動層(hole transfer layer ; HTL)(図示せず)、発光層及び電子
移動層(electron transfer layer ; ETL)(図示せず)を順次に形成した後、その上に陰極
電極(cathode electrode)(図示せず)を形成することによって有機電界発光表示パネルの
単位ピクセルを完成する。
【０１００】
　以上で図示したように、本発明による前記第3薄膜トランジスタと第4薄膜トランジスタ
はデータラインの形成方向と平行するように形成される。このように、前記第3及び第4薄
膜トランジスタをデータラインの形成方向と平行するように形成することにより、アモル
ファスタイプの薄膜トランジスタを構成した後、所定のレーザースキャン方法を通じて結
晶化することにより、前記第3及び第4薄膜トランジスタの特性を同一または類似に具現す
ることができる。
【０１０１】
　以上では実施例を参照して説明したが、該当技術分野の熟練された当業者は下記の特許
請求の範囲に記載された本発明の思想及び領域から抜け出さない範囲内で本発明を多様に
修正及び変更させることができることを理解することができる。
【０１０２】
　以上で説明したように、本発明によると有機電界発光表示パネルの単位ピクセルに具備
される駆動用の薄膜トランジスタのしきい電圧を補償することにより、画質の不均一を除
去することができる。すなわち、前記駆動用の薄膜トランジスタが検出する実質的なゲー
ト-ソース電圧が前記駆動用の薄膜トランジスタのしきい電圧とは関係がなく外部から印
加されるバイアス電圧とデータ電圧のみに影響を受けるために画質の不均一を除去するこ
とができる。
【０１０３】
　また、前記有機電界発光表示パネルに具備されてそれぞれの単位ピクセルにバイアス電
圧を供給するための電流供給ラインをゲートラインと平行するように形成することにより
コラム方向に配列されたピクセルら間のクロストークを除去することができる。
【図面の簡単な説明】
【０１０４】
【図１】一般的な有機電界発光駆動素子の一例を説明するための図面である。
【図２】本発明の第1実施例による有機電界発光駆動素子を説明するための図面である。
【図３】前記した図2に印加される信号の波形を説明するための図面である。
【図４】前記した図3の動作を説明するための信号の波形図である。
【図５】図５は前記した図3の動作を図式的に説明するための図面である。
【図６】図６は前記した図3の動作を図式的に説明するための図面である。
【図７】本発明の第2実施例による有機電界発光駆動素子を説明するための図面である。
【図８】本発明の第3実施例による有機電界発光駆動素子を説明するための図面である。
【図９】前記した図3の有機電界発光駆動素子を採用した有機電界発光表示パネルの一例
を説明するための図面である。
【図１０】本発明の第4実施例による有機電界発光駆動素子を説明するための図面である
。
【図１１】本発明の第5実施例による有機電界発光駆動素子を説明するための図面である
。
【図１２】本発明の第6実施例による有機電界発光駆動素子を説明するための図面である
。
【図１３】前記した図１２に印加される信号の波形を説明するための図面である。
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【図１４】本発明による第3及び第4薄膜トランジスタの製造方法を説明するための図面で
ある。
【図１５】本発明による第3及び第4薄膜トランジスタの製造方法を説明するための図面で
ある。
【図１６】前記した図3の有機電界発光表示装置の平面図を説明するための図面である。
【図１７】前記した図１６のA-A’線、B-B’線による有機電界発光表示装置それぞれの断
面図である。
【図１８】前記した図１６のA-A’線、B-B’線による有機電界発光表示装置それぞれの断
面図である。
【符号の説明】
【０１０５】
T1　薄膜トランジスタ
T2　薄膜トランジスタ
T3　薄膜トランジスタ
T4　薄膜トランジスタ
T5　薄膜トランジスタ
T6　薄膜トランジスタ
VCOM　共通電極電圧
OLED　有機電界発光素子
Cst　ストレージキャパシタ
Gq-1　ゲートライン
Gq　ゲートライン
Dp　ゲートライン
Dp+1　ゲートライン
Vdd　電流供給ライン
【図１】 【図２】
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